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Descriptores B.O.E.

Funcionamiento, limitaciones y model os de |os dispositivos optoel ectronicos. Aplicaciones.

Temario

1. Introduccion. (6 horas)

1.1. Introduccién alaluz

1.1.1. Espectro electromagnético en frecuenciay longitud de ondaen e vacio.
1.1.2. Espectro desde €l infrarrojo cercano hastalos UVC
1.1.3. Relacion entre longitud de onda, frecuenciay energia.
1.2. Velocidad delaluz, indice de refraccién.

1.2.1. Loscolores. Ancho de banda de un emisor.

1.2.2. Espectro humano devision

1.3. Conceptos de Optica geométricay de ondas

1.3.1. Reflexion

1.3.2. Refraccion

1.3.3. Difraccion

1.3.4. Absorcion

1.3.5. Transparente

1.3.6. Opaco

1.3.7. Dispersion

1.3.8. Arcoiris

2. Fotorreceptores (10 horas)

2.1. Deteccion de radiacion electromagnética

2.1.1. Cuantos de energia, efecto fotoel éctrico

2.1.2. Fotocétodos, excitacion electrénica

2.1.3. Ejemplo con niveles energéticos en un &omo
2.1.4. Fotomultiplicadores

2.1.5. Zonasde deteccion del espectro

2.2. Conductividad eléctrica

2.2.1. Conductividad en general

2.2.2. Conductividad en metales

2.2.3. Conductividad en semiconductores
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2.2.4. Fotoconductividad

2.3. Fotorresistencias

2.3.1. Ejemplos

2.4. Procesos de absorcion y generaciOn-recombinacion
2.4.1. Energiade Fermi de semiconductores extrinsecos
2.5. Procesos de Generacion-Recombinacion

2.5.1. Coeficientes de difusion

2.5.2. Absorcion

2.6. Fotodiodos

2.6.1. Fotodiodos PN

2.6.2. Fotodiodos PIN

2.6.3. Fotodiodos APD

2.6.4. Detectores fotovoltaicos

2.6.5. Fotodiodos Shottky

2.7. Fototransistores

2.7.1. Termistores

2.7.2. Configuracionestipicasy electronica asociada

3. Fotoemisores (10 horas)

3.1. Introduccién

3.2. Modo de operaciéon deun LED

3.3. Transiciones Opticas

3.4. Caracteristicas Corriente-Tensi6n-Potencia emitida
3.5. TiposdeLED's

3.5.1. Caracteristicas de laluz emitida por un LED

3.6. Fundamentos del laser

3.6.1. Diferenciaentrelaemision estimuladay espontanea
3.6.2. Ganancia Optica

3.6.3. Caracteristicadelaluz emitida

3.6.4. Tiposde laseres

3.6.5. Comparativaentre LED'sy lasere

s3.7. Optoacopladores

4. Dispositivos de representacion (2 horas)

4.1. Pantallasde cristal liquido, electroquimicas, plasmay de LED's
4.2. Caracteristicasy aplicaciones.

5. Sensores optoel ectrénicos (2 horas)

5.1. Elementosy definiciones basicas

5.2. Configuraciones opticas

5.3. Interfaces eléctricas

Conocimientos Previos a Valorar

Conocimientos basicos de electronica analégicay electronica digital
Objetivos
Se pretende introducir a alumno en los principio basicos de los dispositivos optoel ectrénicos,

partiendo desde sus principios basicos de funcionamiento y llegando hasta las caracteristicas de los
dispositivos en el mercado y los circuitos bésicos para su aplicacion.
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Metodologia de la Asignatura

Se presentaran los contenidos de la asignatura con clases expositivas donde se partird desde los
conceptos mas béasicos hasta los fundamentos que se pretenden incorporar a proceso ensefianza
aprendizaje.
También se redlizardn gjercicios que faliciliten la asimilacién de los conceptos teoricos
presentados.

Evaluacién

La metodologia de evaluacién seguird el siguiente esquema: se evaluara por separado un examen
tedrico, las practicas de la asignatura y un trabajo de curso. Las calificaciones obtenidas, una vez
superadas por separado, se sumaran teniendo en cuenta el siguiente porcentaje 50% nota de teoria,
50% nota de practicas.

Criterios de evaluacion de lateoria

La evaluacion de la parte tedrica de la asignatura se realizara en la convocatoria ordinaria en la
fecha y hora propuesta por la escuela. Esta prueba constara de cuestiones tedricas (25%) y
resolucion de problemas (75%)

Criterios de evaluacion de las précticas:

1 - Se revisara la libreta de practicas. en ella debe anotarse un breve resumen de cada practica,
conteniendo |os resultados mas relevantes (con figuras y datos) y la justificacion de los mismos.
Todo ello con claridad y precision (50%)

2 - Redaccién de la memoria de una de las préacticas que se expondra de forma oral, (50%).

Descripcion de las Préacticas
Se realizaran las siguientes practicas:

Foto-Oscilador

Detector de luz xon fotorresistencias

Obtencién de la curva caracterisiticas de un fotodiodo
Sensor de luz con fototransistores

Sensor de oscuridad con fototransistores

Espectros de emision de LEDs
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